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Este trabalho tem por objetivo a caracterização elétrica de filmes dielétricos ultra-finos de TiOx, 
TiAlOx, TiOxNy e TiAlOxNy. Os valores da constante dielétrica (k) destes filmes são maiores do 
que o valor de 3,9 do SiO2. Estes filmes são usados como dielétrico de porta em dispositivos 
(capacitores e transistores) MOS. Será analisada a viabilidade da utilização deste filmes como 
alternativa ao SiO2 e/ou ao SiOxNy ou HfO2. Esses filmes são evaporados sobre as 
superfícies de Si em um sistema de feixe de elétrons deultra-alto vácuo (em torno de 10-9 
mbarr). Os filmes de Ti ou de Ti/Al são oxidados, nitretados e oxinitretados por plasmas ECR 
de O2/Ar, N2/Ar e O2/N2/Ar. O sistema de plasma ECR produz alta densidade de espécies 
reativas, o que permite o crescimento (por oxidação e/ou nitretação) de filmes até em 
temperatura ambiente. Métodos usando o sistema ECR são novidades na literatura para 
fabricação de filmes de Ti e TiAl. Após a fabricação com o ECR, constatou-se através da 
caracterização elétrica que a amostra de TiOx funcionou corretamente e as demais 
apresentaram elevada corrente reversa da ordem de mA (aceitável é cerca de nA). Novas 
amostras com esses filmes estão sendo confeccionadas para se detectar a causa da 
ocorrência de tunelamento através dos dielétricos de porta.  
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